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Program Data
Dovice FLASH DataMemory | genpon
PIC16FET3 4K 192 Bytes 128 Bylas
PIC16F8T7E BK J6E Bytes 256 Byles




Interrupciones en de los
PIC1L6EB X

CCP2IF
CCP2IE

BCLIF
BCLIE

The following table shows which devices have which interrupts.

Device TOIF | INTF | REIF | PSPIF | ADIF | RCIF | TXIF | SSPIF | CCP1IF | TMRZIF | TMRAIF CCP2IF
PICTOFRIGIB 2 | es | Yes | Yes | — | Tes | ves | ves | Tes es Yes Yes Yes
PIC1GFRT7/ET4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes Yes Yes Yes Yes

EELPROM de Usuario

« En esta familia de microcontroladores se
puede modificar tanto |la EEPROM de
usuario como la memoria FLASH de
programa, por pregrama, sin necesidad de
un programador externo.

« Se dispone de 6 registros FSR para leer y
escribir sobre la memoria no volatil:
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Registio EECONL (( 18C h)
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1 = Acceso a la memoria de programa FLASH
0 = Acceso a la memoria de datos EEPROM

1 = El proceso de escritura se ha producido prematuramente
0 = Se ha realizado el proceso de escritura con éxito
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Registio EECON1 (( 18C h)
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1 = Permite inicializar el ciclo de lectura
= |nhibe la escritura

1 = Cuando se pone a 1 comienza el ciclo de escritura

0'= Toma este valor cuando termina el ciclo de escritura de
la memoria no volatil.
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Registio EECONL (( 18C h)
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1 = Cuando se pone a 1 comienza el ciclo de lectura. Este bit
se pone a 0 por hardware

0'= No se ha ondenado el ciclo de lectura de la memoria
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Rutina Lectura EEPROWM
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;EE_Read: Lee un byte de la EEPROM de datos, en su direccion actual, y lo
: devuelve enila variable EE_Dato el dato de la direccion EE_Dir
EE_Read
MOV EE_Dir,W.
psfi STATUS,RP1 ;Selecciona banco 2
movwi  EEADR ;Escribe la direccion actual
psfi STATUS,RPO ;Selecciona banco 3
bef EECON1,EEPGD;Selecciona memoria EEPROM de datos
s EECON1,RD :Activa modo lectura
bef STATUS,RPO :Selecciona banco 2
movi EEDATA,W. ;Lee el byte
bcf STATUS,RP1 :Selecciona banco 0
movwf EE_Dato :Salva el dato leido
return
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Rutina de: escritura EEPROM
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;EE_Wirite: Graba un byte enla direccion actual de la EEPROM de datos. El byte a grabar
sta presente en la variable EE_Dato
; KKK KEKIKIKAKKIKIKIKIKAK K AKX IKIX AKX KKK AKX IKIXIK KKK AKX IXIXAKAK K AKX AKX I AKX KA KIKFK I KA * I K F X *hh kK
EE_Write bcf PIR2,EEIF ;Restaura el flag de la EEPROM
movf EE_Dato, W
bsf STATUS,RP1 :Selecciona el banco 2
movwf EEDATA ;Dato a grabar en la EEPROM
bef STATUS,RP1 ;Selecciona el banco 0
movf EE_Dir,W
bsf STATUS,RP1 ;Selecciona el banco 2
movwf EEADR ;Pone la direcion actual
bsf STATUS,RPO :Selecciona el banco 3
bef EECON1,EEPGD :Selecciona EEPROM de datos
bsf EECON1,2 ;Habilita la escritura
moviw 0x55
movwf EECON2
moviw Oxaa
movwf EECON2 ;Secuencia descrita por Microchip
bsf EECON1,WR ;Inicio de escritura
bef STATUS,RPO
bef STATUS,RP1 ;Selecciona banco 0
EE_Write_ Wait btfss PIR2,EEIF ;Fin del ciclo de escritura ??
goto EE_Write_Wait
return

Fernando Remiro

Registnes aspciados a la memoria
E2ZPROM

Nombre Bit5 Bit4 Bit3 Bit 2

Direccion
0Bh,8Bh, INTCON TOIE INTE RBIE TOIF

10Bh,18Bh

10Dh EEADR Byte bajo registro de direccion de EEPROM

10Fh EEADRH - - - Byte Bajo direccion EEPROM

EEDATA Byte Bajo registro de datos EEPROM

EEDATH - - Byte Alto registro de datos EEPROM

EECON1

EECON2 Registro de control EEPROM (registro No fisico)

PIE2 = = - EEIE BCLIE - - CCP2IE

PIR2 = = = EEIF BCLIF > - CCP2IF
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